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(57) Abstract: The invention relates to a method
for forming a structure (30) provide with a layer (2)
removed from a donor plate (10) comprising, prior
to removal, a first Si; Ge,layer (1) and a second
layer (2) placed on the first Si;_;Geglayer (1) (x and
y ranges, respectively, from O to 1, and x differs from
y). The inventive method consists: a) in implanting
atomic species in such a way that an embrittlement
area (4) under the second (2), b) in gluing the donor
plate (10) to a receiving plate (20), ¢) in heating for
detaching the removed layers (1°, 2) from the donor
plate (10) in the embrittlement area (4), d) in carrying
out a rapid thermal annealing (also called RAT) at
a temperature equal to or greater than about 1000 °C
for a time equal to or less than 5 minutes and e) in
selectively etching the remaining part of the first layer

& (57) Abrégé : Linvention concerne un procédé de formation d'une structure (30) comprenant une couche prélevée (2) a partir d'une
plaque donneuse (10), 1a plaque donneuse (10) comprenant avant prélevement une premiere couche (1) en Si;_Ge, et une deuxieme
& couche (2) sur la premiere couche (1) en Si;_,Gey (x, y étant respectivement compris entre 0 et 1, et x étant différent de y), le procédé

6/

comprenant les étapes suivantes :

a) implantation d'espéces atomiques pour former une zone de fragilisation (4) sous la deuxieme
X ouche (2) ; b) collage de la plaque donneuse (10) a une plaque réceptrice (20) ;

¢) apport d'énergie pour détacher les couches

prélevées (1' et 2) de la plaque donneuse (10) au niveau de la zone de fragilisation (4) ; d) recuit thermique rapide (encore appelé
RTA) mis en oeuvre 2 une température égale ou supérieure a environ 1000°C pendant une durée ne dépassant pas 5 minutes ; e)
gravure sélective de la partie restante de la premieére couche (1") vis a vis de la deuxieéme couche (2).



2) fromthe donor plate (10) in the enbrittlenent area
(4), d) in carrying out a rapid thernal annealing
(al so called RAT) at a tenperature equal to or
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part of the first Ia% (1') in front of the second
%gé éAT@ BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, — avant l'expiration du délai prévu pour la modification des
, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT revendications, sera republiée si des modifications sont re-
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, cues

GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
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